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【緒言】 

 N2のマイクロ波放電フロー中に炭化水素系原料を導入することによって水素化されたアモルフ

ァス窒化炭素(a-CNx:H)膜が形成される。膜の前躯体として炭化水素ラジカルや CN ラジカルなど

が予想される。これまでの研究で N2 と炭化水素を原料に用いて、高い窒素含有率([N]/([N]+[C])

比)を持つ a-CNx:H膜が生成することを見出した。[N]/([N]+[C])比は N2圧力によって 0.3 – 0.5の範

囲で変化し、炭化水素ラジカルや CN ラジカルの生成量の違いによって膜の組成が変化すると考

えられる。本研究では N2とアセチレン(C2H2)を原料とし、N2圧力の変化によるラジカル生成量の

変化が膜の組成にどのような影響を与えるかを検討した。 

【実験】 

チャンバー内を十分に排気した後、P2O5を通して脱水した N2を導入しマイクロ波(MW)放電で

プラズマフローを発生させた。装置の内圧を PN2 = 0.2 – 0.4 Torrとした。さらに C2H2をノズルを

介して 7 mTorr導入した。解離励起反応によって生成した C2(d
3
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遷移のレーザー誘起蛍光(LIF)分光測定を行った。また、膜の組成分析としてX線光電子分光(XPS)、

グロー放電発光分光分析(GD-OES)を行った。 

【結果】 

 図 1に PN2 = 0.4 Torrのときの C2(d
3
Πg - a

3
Πu), 1-0 bandの LIFスペクトルを示す。図 2に LIF分

光測定による C2(d
3
Πg - a

3
Πu), 1-0 band と CH(A

2
Δ - X

2
Π)遷移の相対蛍光強度を示す。比較として

C6H6/N2系での CN ラジカルの相対強度も示している。このとき、PN2 = 0.3 Torrのときの蛍光強度

を 1 に規格化した。N2圧力の増加に伴い、C2、CH、CN ラジカルの蛍光強度は増加した。また、

N2圧力に対して CH ラジカルの蛍光強度の増加率が最も高く、CN ラジカルの増加率が最も低い

結果となった。この、ラジカルの増加率の違いによって薄膜中の元素比が変化すると考えられる。

今後、C2H2/N2系でも CN(A
2
Πi-X

2
Σ

+
)遷移の LIF分光測定を行い、ラジカルの生成量と膜組成と

の関係を比較する予定である。 

図 2 蛍光強度のN2圧力依存
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